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第 2 章では、量子井戸間のトンネル過程を調べるために、 2 重及び 3 重量子井戸構造を、分子線エピタキシ一成長
法を用いて作製したときの試料の作製条件と試料構造について述べているo











る。 2 重・ 3 重量子井戸構造で、それぞれ、ノンドープ、 5 ドーフ。の試料を作製し、不純物による電子の散乱確率の
計算と時間分解フォトルミネッセンス測定をと行い、上記の予想を検証している。また、ドープ量が異なる 3 重量子
井戸構造を用いて、緩和時間の測定を行い、ドープ量を増すことに伴い緩和時間が短くなることも観測している。
















結晶成長段階で制御が可能な、不純物を介した電子の緩和時間に関して調べるために、 GaAs/Al配布 Gaor，sAs 2 重
及び 3 重量子井円構造のノンドープと Siδ ドーフ。の試料を用いて光学測定及び理論計算を行っている。その結果、
以下のことを解明している o
(3) 不純物を介した電子の散乱時間は、理論計算によると、 2 重量子井戸構造より、不純物をドープした薄い井戸層
を障壁層に挿入することで、大幅に改善されることを示している o
(4) 緩和時間の測定により、不純物をドープした薄い井戸層を挿入することで、ノンドープの 3 重量子井戸構造より、
最大約45%短くなることを示している。
(5) ドープ量が異なる 3 重量子井戸構造の場合、そのドープ量に伴い、緩和時間が短縮されることを示している o
以上のように、本論文は、半導体量子井戸構造における電子の緩和時間について多くの新しい知見をもたらすとと
もに、半導体量子井戸構造を新しい半導体光素子として用いる場合に重要な基礎的な情報を提供するもので、電子工
学ならびに半導体物性工学に貢献するところが大きし、。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める o
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